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我々は原子スイッチ[1]を搭載したプログラマブルロジックを開発した。原子スイッチは高い

ON/OFF 抵抗比、不揮発性、省面積性、高い放射線耐性を備えており、プログラマブルロジック

の配線スイッチに適している。我々が開発した原子スイッチは Cu 電極、Ru 電極、その間の固体

電解質から構成される。Cu 電極に正の電圧を印加すると、導電性の架橋が固体電解質に形成され、

原子スイッチが ON 状態になる(Fig. 1)。ここでは、初めに、40nm ノードの原子スイッチ搭載型プ

ログラマブルロジック[2]を中心とした開発成果を概観する。次に、28nm ノードの原子スイッチ

搭載型プログラマブルロジックに向けたデバイス・回路技術[3]を示す予定である。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SRAM and pass transistor in conventional SRAM programmable logic is replaced by atom switch, 

resulting in reducing circuit area and power consumption. 
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